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SDRJレクチャ講演

		2024/1/24　SDRJ午後セッション ゴゴ						仮題 カダイ

		1330-1430		Zoom		慶大　石黒先生（OSC） ケイダイ イシクロ センセイ		40分：　IRDS　OSC技術動向＋高速通信（主に、無線）の半導体デバイス回路技術動向 フン ギジュツ ドウコウ コウソク

								20分：　Q＆A＆D ブン

		1430-1530		霞が関 カスミ セキ		東工大　横田先生（AB） トウコウダイ ヨコタ センセイ		40分：　コンピュータシステムの技術動向と半導体への期待 フン ギジュツ ドウコウ ハンドウタイ キタイ

								20分：　Q＆A＆D ブン

		1530-1630		Zoom		東大　高木先生（MM）		40分：　極薄膜ナノシート半導体（Si,　２D,　酸化物）の技術動向 フン ゴクハクマク

								20分：　Q＆A＆D ブン



		2024/1/31　SDRJ午前セッション ゴゼン						仮題 カダイ

		0930-1030		Zoom		大阪大　古澤先生　（Litho.）　 オオサカ ダイ フルサワ センセイ		40分：ナノ化学への挑戦：EUV,凝縮相の極端紫外光化学 ブン

				霞が関 カスミ セキ		SDRJ　  石内様        (Litho.) イシウチ サマ		5分：Litho.技術動向. フン ギジュツ ドウコウ

								15分：Q&A＆D フン

		1030-1115		Zoom		東大　 内田先生　（MtM/BC） トウダイ ウチダ センセイ		45分：SDRJ MtM技術動向＆超分子およびナノセンサ 、ナノ電子材料の熱輸送技術、等 フン ギジュツ ドウコウ トウ

		1115-1150		霞が関 カスミ セキ		九州大　矢嶋先生 （MtM/BC） キュウシュウ ダイ ヤジマ センセイ		30分：MtM技術動向＆生物が持つ情報処理ハードウェア「神経回路」技術、等の動向 ブン ギジュツ ドウコウ トウ

		1145-1200		霞が関 カスミ セキ		AIST 　植田様/秋永様（BC） ウエダ サマ アキナガ サマ		15分：SDRJ　BC動向 フン ドウコウ

		1200-1220				全員 ゼンイン		20分：Q＆A＆D　 フン



		2024/1/31　SDRJ午後セッション ゴゴ

		1330-1400		Zoom		理研　佐藤先生　（SA） リケン サトウ センセイ		30分：IRDS SA技術動向＋コンピュータハード視点からの半導体設計・デバイスへの期待 ブン ギジュツ ドウコウ シテン ハンドウタイ セッケイ キタイ

		1400-1415		霞が関 カスミ セキ		慶大　中野先生　（SA） ケイダイ ナカノ センセイ		15分：半導体回路設計教育（医療応用アナログ含む）の課題と展⑩望 フン ハンドウタイ カイロ セッケイ キョウイク イリョウ オウヨウ フク カダイ テン ノゾミ

		1420-1435		Zoom		筑波大　山口先生　（SA） ツクバ ダイ ヤマグチ センセイ		15分：半導体デジタルシステム設計の将来技術動向・教育に関する課題 フン

		1435-1450				全員 ゼンイン		15分：Q&A&D フン



		2024/1/31　関連学振ヒアリング カンレン ガク

		1530‐1630		霞が関 カスミ セキ		大阪大　杉山先生　学振R026 オオサカ ダイ スギヤマ センセイ ガクシン		先端半導体の先端計測技術の将来動向



		2024/2/21　SDRJ午後セッション ゴゴ

		1500-1600		Zoom		TEL　真白様　（FI） マシロ サマ		45分：　IRDS FI 　DX対応半導体工場システムとアカデミックへの期待 フン タイオウ ハンドウタイ コウジョウ キタイ

		その他（今回ヒアリング対象外） タ コンカイ タイショウ ガイ

		「先端半導体プロセス基礎」とひとくくりで研究プロジェクトができるのではないか？

		・　　河瀬 先生　京都大学大学院　工学研究科教授5　CVDプロセスのモデリング、ALDもふくめれば最適。

		・　　江利口先生　京都大学　工学部物理工学科プラズマ科学　超微細領域でのプラズマ・固体表面界面反応制御を目指した研究

		・　　石川 先生　名古屋大学大学院工学研究科教授　プラズマナノプロセス科学グループ

		■https://www.material.t.u-tokyo.ac.jp/blog/faculty/detail/%E5%86%85%E7%94%B0-%E5%BB%BA/

		内田　健　東京大学　大学院　マテリアル工学科　教授　 絶縁膜/半導体界面における電子フォノン散乱の解析

		・Siを中心としたMore Than Mooreデバイス

		■https://sites.google.com/keio.jp/tanakalab/research

		慶應義塾大学理工学部　電気情報工学科　専任講師　田中　貴久　ナノスケールデバイス・材料の原子論的解析
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